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Contrôle Electronique 
 

Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés. Le 

barème est donné à titre indicatif. 

Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place, 

vous pouvez utiliser le verso des pages. 

 

Exercice 1. Questions de cours (QCM sans points négatifs – 3 points) 

Choisissez la bonne réponse :  

 

 

Q1. Le dopage permet d’augmenter la conductivité du semi-conducteur 

a- VRAI b- FAUX 

 

Q2. Si on prend du silicium comme élément semi-conducteur et qu’on le dope avec un 

élément ayant un électron de valence de moins que le silicium, on a : 

a- Un dopage N 

b- Aucun dopage 

c- Un dopage P 

d- Dopage NP 

 

Q3. Soit le circuit ci-contre, dans lequel on considère la diode idéale. Que 

vaut la tension 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 aux bornes de la diode si 𝐸𝐸 = 10𝑉𝑉, 𝑅𝑅 = 100Ω. 

a- 10 𝑉𝑉 

b- 0 𝑉𝑉 

c- −10 𝑉𝑉 

d- 0,7 𝑉𝑉 

 

 

Q4. Soit le circuit ci-contre.  

Quel type de porte logique réalise ce montage ? 

a- OU 

b- ET 

c- NON ET 

d- NON OU 

 

 

 

 

 

 

𝐸𝐸 𝑅𝑅 

𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑉𝑉𝐵𝐵 𝑉𝑉𝑆𝑆 

𝐷𝐷𝐴𝐴 

𝐷𝐷𝐵𝐵 

𝐴𝐴 𝐵𝐵 

5𝑉𝑉 

𝑅𝑅 

Calculators and documents are not allowed. The points scale is given as an 

indication.

Answer exclusively on the item. If your run out of space use the back of the 

pages
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TRUE FALSE

N-type doping P-type doping

NP-type dopingNo doping

Consider the circuit opposite in which the diode is assumed ideal. What 

is the value of voltage V  across the diode if E = 10 V and R = 100 Ohms.

Consider the circuit opposite

What type of gate does this circuit realize ?

OR

AND

NAND

NOR

 Doping increases conductivity of a semiconductor

Select the correct answer

EXERCISE 1 : LECTURE QUESTIONS ( MCQ - 3 POINTS)

If we take silicon as a semiconductor element and dope it with an element that has one 

less valence electron than silicon, we have:

AK
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Soit le circuit suivant où 𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉.√2. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑡𝑡). 

(Q5&Q6) 

 

 

Q5. Quelles sont les diodes passantes si 𝑣𝑣(𝑡𝑡) est 

négative ? 

a- 𝐷𝐷1 et 𝐷𝐷3 

b- 𝐷𝐷2 et 𝐷𝐷4 

c- 𝐷𝐷3 et 𝐷𝐷4 

d- 𝐷𝐷1 et 𝐷𝐷2 

 

Q6. Choisir l’affirmation correcte :  

a- 𝑢𝑢(𝑡𝑡) ≤ 0 ∀𝑡𝑡 
b- 𝑢𝑢(𝑡𝑡) ≥ 0 ∀𝑡𝑡 c- 𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 0 si 𝑣𝑣(𝑡𝑡) ≤ 0 

d- 𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 0 si 𝑣𝑣(𝑡𝑡) ≥ 0 

 

Exercice 2. Diodes (5 points+1) 

Pour les questions suivantes, vous utiliserez un raisonnement 

par l’absurde. 

1. Soit le montage ci-contre. Montrer que la diode est 

passante.  

On prendra 𝑅𝑅1 = 2𝑘𝑘Ω,𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅3 = 1𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝐸𝐸1 = 5𝑉𝑉 𝐸𝐸2 = 20𝑉𝑉, et on supposera la diode idéale (modèle 

interrupteur) 

BONUS : Déterminer alors le courant qui traverse la diode. 

 

 

𝑅𝑅2 

𝐸𝐸1 

𝐸𝐸2 𝑅𝑅3 𝑅𝑅1 

𝑣𝑣(𝑡𝑡) 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) 
𝑅𝑅 

𝐷𝐷4 𝐷𝐷1 

𝐷𝐷3 𝐷𝐷2 
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In the following circuit : 

What are conducting diodes if v(t) is negative.

&

&

&

&

Select the correct answer 

if

if

EXERCISE 2 : DIODES 

For the following questions, use proof by contradiction.

Consider the diagram opposite. Show that the diode is 

conducting 

We have

. The diode is assumed ideal ( ideal model)

Determine then the current that traverses the diode.
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2. Soit le montage ci-contre, où 𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅2 = 1𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝐸𝐸1 = 12𝑉𝑉 et 𝐸𝐸2 = 10𝑉𝑉. On supposera la diode à seuil (source de tension 

idéale) avec 𝑉𝑉0 = 0,6𝑉𝑉. 

 

Montrer que la diode est bloquée. 

 

 

 

 

𝑅𝑅2 

𝐸𝐸1 

𝐸𝐸2 𝑅𝑅1 
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Consider circuit opposite. and

We use the threshold model with V  = 0.6 V.

Show that the diode is blocked.

0
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Exercice 3. Diodes (6 points) 

Soit le circuit suivant.  

On utilisera le modèle à seuil pour la diode (Modèle 

générateur de tension parfait) et on notera 𝑉𝑉0 

tension de seuil. 

1. Déterminer le générateur de Thévenin vu par la diode. 

 

2. Déterminer la relation entre 𝐸𝐸, 𝑅𝑅, 𝐼𝐼 et 𝑉𝑉0 pour que la diode soit passante ?  

 

 

 

𝐼𝐼 𝑅𝑅 

2𝑅𝑅 

𝐸𝐸 

3𝑅𝑅 

November 2O21

Exercice 3 :

Consider the following circuit

We’ll use the threshold model for the diode. 

We note V  the threshold voltage.

Determine the Thévenin generator seen by the diode

Determine the relation between 𝐸, 𝑅, 𝐼 and 𝑉  so that the diode is conducting ?0

0
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Exercice 4. Diode Zéner (6 points) 

On considère le schéma suivant. 𝑉𝑉 est une tension pouvant prendre 

n’importe quelle valeur réelle. On veut tracer l’allure de la 

caractéristique de transfert c’est-à-dire 𝑈𝑈 = 𝑓𝑓(𝑉𝑉) en substituant la 

diode par son modèle réel. On notera 𝑉𝑉0 la tension de seuil en 

direct, 𝑟𝑟𝐷𝐷, la résistance interne de la diode en direct, 𝑉𝑉𝑍𝑍 (𝑉𝑉𝑍𝑍 > 0) , la 

tension de seuil Zéner et 𝑟𝑟𝑍𝑍, la résistance interne de la diode en inverse. 

1. Quelle est l’expression de 𝑈𝑈 quand la diode Zéner est bloquée ? Pour quelles valeurs de 𝑉𝑉 est-

on dans ce cas ? 

 

2. Quelle est l’expression de 𝑈𝑈 quand la diode Zéner est passante en direct ?  

 

3.   Quelle est l’expression de 𝑈𝑈 quand la diode Zéner est passante en inverse ?  

 

 

 

 

𝑈𝑈 𝑉𝑉 

𝑅𝑅 𝑅𝑅 
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EXERCISE 4 : ZENER DIODE ( 6 POINTS)

What is the expression of U when the Zener diode is blocked ? For which values of V are 

we in this case ? 

What is the expression of U when the Zener diode is conducting in forward ? 

What is the expression of U when the Zener diode is conducting in reverse ? 

We consider the following diagram. 𝑉 is a voltage that can take any 

real value. We want to plot the shape of the transfer characteristic 

i.e 𝑈= 𝑓 (𝑉) by substituting the diode by its real model. We will 

denote V  the direct threshold voltage, 𝑟  the internal resistance of 

the direct diode, 𝑉  the Zener threshold voltage and 𝑟  the internal 

resistance of the reverse diode.

0 D

Z Z
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4. Tracez l’allure de la caractéristique de transfert 𝑈𝑈 = 𝑓𝑓(𝑉𝑉). 

 

 

 

November 2O21

Plot the the transfer characteristic function


